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Cermetowy rezystor cienkowarstwowy
i sposéb wytwarzania cermetowego rezystora cienkowarstwowego

Przedmiotem wynalazku jest cermetowy rezystor cienkowarstwowy i spos6b wytwarzania cermetowego
rezystora cienkowarstwowego, znajdujace zastosowanie w technologii i konstrukcjach scalonych uktadéw elek-
tronicznych i zminiaturyzowanym sprzgcie pomiarowo-kontrolnym, pracujacych w warunkach zwi¢kszonego na-
raZenia termicznego.

Znane cermetowe rezystory cienkowarstwowe sktadaja si¢ z podtoza izolacyjnego, na ktérym jest umiesz-
czona warstwa rezystywna typu: Cr-SiO, Ta-Al-N albo Ti-Al-Zr-N. Rezystory z warstwa rezystywna typu Cr-SiO
wytwarza si¢ przez parowanie mieszaniny proszkéw chromu i tlenku krzemu albo przez reaktywne rozpylanie
jonowe tarczy wykonanej z mieszaniny chromu itlenku krzemu. Rezystywnosé tych rezystoréw wynosi od
107°Qm do 122m, a temperaturowy wspétczynnik rezystancji +200-10~°K~". Dla rezystoréw o rezystywnosci
107°Qm—10"*Qm i temperaturowym wspétczynniku rezystancji +125-10 K ™!, wzgledne zmiany rezystancji
w czasie wygrzewania przez 1000h, w temperaturze 398K, wynosza ponizej +1%. Rezystory cermetowe z war-
stwami rezystywnymi typu Ta-Al-N i Ti-Al-Zr-N wytwarza si¢ przez reaktywne rozpylanie jonowe tarcz, wykona-
nych odpowiednio z tantalu i aluminium albo z tytanu, aluminium icyrkonu, w mieszaninie argonu iazotu.
Rezystory te maja rezystywno$¢ od 6:107°Qm do 107°Qm, temperaturowy wspotczynnik rezystancji
+200- 10 °K~! i wzgledne zmiany rezystancji w czasie wygrzewania przez 1000h, w temperaturze 353K, ponizej
*1%. :

W znanych cermetowych rezystorach cienkowarstwowych, wyzszej rezystywnosd odpowiada wigksza,
ujemna wartos¢ temperaturowego wspotczynnika rezystancii i gorsza stabilno$¢ rezystancji, co ogranicza mozli-
wos¢ wytwarzania rezystoréw o duzej rezystywnosci, pracujacych w wysokich temperaturach, przy mozliwie
malym temperaturowym wspétczynniku rezystancji i duzej stabilnosci.

Przedmiotem wynalazku jest cermetowy rezystor cienkowarstwowy , sktadajacy si¢ z podtoza izolacyjnego,
na ktérym jest umieszczona warstwa rezystywna o grubosci od 50 nm do 300 nm, wyposazona w kontakty
metaliczne. Rezystor wedtug wynalazku charakteryzuje si¢ tym, Ze jego warstwe rezystywna stanowi mieszanina
azotku tytanu i azotku krzemu zawierajaca od 70% do 80% objg tosciowych azotku tytanu.
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Wynalazek dotyczy takze sposobu wytwarzania cermetowego rezystora cienkowarstwowego, polegajacego
na tym, Ze podtoze izolacyjne umieszcza si¢ w komorze prézniowej, naprzeciw tarczy stanowiacej katode stato-
pradowego uktadu trojelektrodowego, przy czym podtoze ogrzewa si¢ do temperatury 473K—573K, ado
wnetrza komory doprowadza si¢ mieszaning argonu i azotu o cignientu 5+10™*Tr—8-107*Tr.

Istota sposobu wedtug wynalazku polega na zastosowaniu tarczy krzemowo-tytanowej, ktdra zasila si¢
napieciem od —S00V do —1000V oraz na tym, Ze proces prowadzi si¢ w atmosferze mieszaniny argonu i azotu
zawierajacej od 30% do 40% obje tosciowych azotu. W wyniku tego nastgpuje jonowe rozpylanie materiatu tarczy
i-pokrywanie nim podtoza izolacyjnego. Na podtozu otrzymuje si¢ warstwe , ktéra Jest mieszaning azotku tytanu
i azotku krzemu.

Rezystory cermetowe wediug wynalazku maja rezystywnos¢ od 3¢ 107Qm do 7-10~°Qm, temperaturo-
wy wspotczynnik rezystancji od +10-107¢K™! do —200-107°K™', a wzglgdne zmiany rezystancji w czasie
wygrzewania przez 1000h, w temperaturze 523K, nie przekraczaja +1%. ’

Przedmiot wynalazku jest objasniony w przyktadach wytwarzania cermetowych rezystoréow cienkowar-
stwowych o réznych wartosciach rezystywnosci.

Przyktad I Cermetowy rezystor cienkowarstwowy stanowi podioze izolacyjne, wykonane ze szkta
krystalicznego, na ktérym jest umieszczona warstwa rezystywna o grubosci 220 nm. Warstwe rezystywna stanowi
mieszanina azotku tytanu (TiNy) i azotku krzemu (SiNy), o sktadzie 74% objetosciowych azotku tytanu i 26%
objetosciowych azotku krzemu. Rezystywnos$¢ rezystora wynosi 650+ 10~°Qm, temperaturowy wsp6tczynnik
rezystancji —200°10"°K~', a wzgledne zmiany rezystancji w czasie wygrzewania rezystora przez 1000h, w tem-
peraturze 523K, wynosza okoio $0,6%. W celu wytworzenia takiego rezystora stosuje si¢ reaktywne rozpylanie

_jonowe tarczy w statopradowym uktadzie tréjelektrodowym, na podtoze ze szkta krystalicznego ogrzane do
temperatury 473K. Rozpylana tarcza ma ksztatt kota o srednicy 80 nm, ztoZonego z ptytek krzemowe;j i tytano-
wej, majacych ksztalt odcinkéw kota. Napigcie tarczy wynosi — SO0V. Proces rozpylania jonowego prowadzi si¢
w mieszaninie argonu i azotu, przy cisnieniu catkowitym 5+107*Tr. Zawarto$¢ azotu w mieszaninie wynosi 32%
objetosciowych, co odpowiada cisnieniu parcjalnemu azotu 1,6-107*Tr. Sk}ad uzyskanej warstwy rezystywne;j
okrefla si¢ na podstawie wynikow pomlarow grubosci warstwy 1charakterystyk rozpylania ptytek krzemowe;j
i tytanowej, rozpylanych oddzielnie.

Przyktad II. Cermetowy rezystor uenkowarstwowy stanowi podtoze ze szkta krystalicznego, na
ktérym jest umieszczona warstwa rezystywna o grubosci 190 nm. Warstwa rezystywna. jest mieszanina azotku
tytanu iazotku krzemu, o zawartosci azotku tytanu 77% objetosciowych. Rezystywno$é rezystora wynosi
450+ 107%Qm, temperaturowy wspSlczynnik rezystancji —60-10"°K™", a wzgledne zmiany rezystancji w czasie

wygrzewania rezystora przez 1000h, w temperaturze 523K okoto *1%. Rezystor ten wytwarza si¢ identycznie
jak opisano w przyktadzie pierwszym.

Przyktad IIl. Cermetowy rezystor cienkowarstwowy sktada si¢ z podtoza ze szkla krystahcznego,
na ktérym jest umieszczona warstwa rezystywna o grubosci 115 nm. Warstwe rezystywna stanowi mieszanina
azotku tytanu i azotku krzemu, zawierajaca 72% obje tosciowych azotku tytanu. Rezystywno$é rezystora wynosi
600+ 10~®Q2m, temperaturowy wsp6tczynnik rezystancji —160-10"¢K !, a wzgle dne zmiany rezystancji w czasie
wygrzewania rezystora przez 1000h, w temperaturze 523K, okoto *1%. Rezystor ten wytwarza si¢ analogicznie
jak opisano w przykladzie pierwszym, z t3 réznica, Ze napigcie rozpylanej tarczy wynosi — 1000K.

Przyktad IV. Cermetowy rezystor cienkowarstwowy wytwarza si¢ sposobem opisanym w przykta-
dzie pierwszym, stosujac napigcie rozpylanej tarczy — 1000V. Wytworzony rezystor ma warstwe rezystywng
o grubosci 110 nm, kt6ra stanowi mieszanina azotku tytanu i azotku krzemu, zawierajaca 77% objg tosciowych
azotku tytanu. Rezystywno$¢ rezystora wynosi 350-107°Qm, temperaturowy wspétczynnik - rezystangji
+10-10"°K™', a wzgledne zmiany rezystancji w czasie wygrzewania rezystora przez 1000h, w temperaturze
523K, wynosza okoto +1%.

Zastrzezenia patentowe

1. Cermetowy rezystor cienkowarstwowy, sktadajacy si¢ z podtoza izolacyjnego, na ktérym umieszczona

jest warstwa rezystywna o grubosci od 50 nm do 300 nm, wyposazona w kontakty metaliczne, znamienny

tym, Ze warstwe rezystywna stanowi mieszanina azotku tytanu i azotku krzemu, zawierajaca od 70% objetos-
ciowych do 80% objetosciowych azotku tytanu.

2. Sposéb wytwarzania cermetowego rezystora cienkowarstwowego, polegajacy na tym, ze podtoze izola-

. Cyjne umieszcza si¢ w komorze prézniowej, naprzeciw tarczy stanowiacej katode statopradowego uktadu tréj-
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elektrodowego, przy czym podtoze izolacyjne ogrzewa si¢ do temperatury 473K—573K, a do wnetrza komory
prozniowej wprowadza si¢ mieszaning argonu iazotku o cisnieniu 5-107*Tr—8:10™*Tr, znamienny
tym, ze stosuje si¢ tarcz¢ krzemowo-tytanowa, do ktdrej doprowadza sie napiecie od —500V do —1000V.
a do wnetrza komory prézniowej wprowadza si¢ mieszaning argonu i azotu zawierajaca od 307 obje tosciowych
do 40% obje tosciowych azotu.
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